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研究内容　
ʲత  rػੑࡐྉΛ作͢ΔࡍʹɺࡐʹඍྔͳݩૉΛఴ加	υʔϐϯά
͠ ͨΓɺද໘ʹݪ子Λٵணɾଯੵ͢Δख๏͕Α͘༻͍ΒΕ
· ɻ͢͜ΕΒͷఴ加ͨ͠ݪ子͕ܗ͢Δݪ子ྻߏੑʹ大͖ؔ͘Θͬͯ ͍·͢ͷͰɺݪ子ߏͷ
ՄࢹԽ͕ࡐྉ։ൃͷݤͱͳΓ· ɻ͔͢͠͠ɺैདྷͷଌఆ
๏͚ͩͰݟΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻࣨڀݚͰࡐྉՊ
ֶʹٕज़ֵ৽ΛͨΒ͘͢ɺ͜ͷඍྔͳఴ加ݪ子ͷߏ
ΛՄࢹԽ͢Δ実ݧஔΛ։ൃ͠Ԡ༻͢ΔڀݚΛ行ͬͯ
͍· ɻ͢

ʲڀݚςʔϚʳ
1� ಋମσόΠε（γϦίϯɺμΠϠϞϯυɺSiCɺάϥϑΣ
ϯͳͲ）ࢎԽಋମͳͲͷυʔύϯτ　2� 金ଐγ
ϦαΠυ　3� Έಋମφϊബບ4　ܥ� ৮ഔσόΠεΛ
ٵͨ͠ࢦண子Ԡ੍ڥ �5　ޚքΛ作Βͳ͍φϊബບ
ͷ৽๏　6� 次݁ݩথͷి子ঢ়ଶ　7� ి子֨子૬ޓ
作༻　8� ද໘ߏͷඇઢܗৼಈݱ　9� ཱମߏද໘

ͷ࣭Λରͱͯ͠ه্ ɺԼهͷڀݚख๏Ͱੑൃߏػݱͷػղ明ʹഭΓ· ɻ͢

1�  大ࢪޫࣹ์ܕઃS1Sing�8Λ利༻ͨ͠ޫి子ϗϩάϥϑΟʔʹΑΔ࣭中ͷ
υʔύϯτͷݪ子ߏղੳ

ੜ࠶子૾ݪཚͷྔ子ΛΈ合ΘͤͨɺϗϩάϥϜ͔Βͷཱମࢄցֶशͱػ  �2
ཧڀݚ

3� ࣹܕ高ి子ઢճંʹΑΔ֨ٯ子ۭؒϚοϐϯάΑΔද໘ݪ子ߏղੳ
4�  ද໘ɾφϊബບͷ作ͱࠪτϯωϧݦඍڸɺి子ઢճંɺ࣭ྔੳʹ

ΑΔղੳ
5� 角ղޫి子ޫͱີ൚ؔ๏ཧࢉܭʹΑΔి子ߏղੳ
6� ϥϚϯޫͱΧιʔυϧϛωοηϯεʹΑΔ֨子ͱൃޫߏػղੳ

ࢠճંτϞάϥϑΟーɺޫ電ࢠϗϩάϥϑΟーɺ電ࢠ先技術としてɺޫ電࠷るݟをߏࢠ配ྻと電ࢠݪ
ޫɺࠪτϯネルݦඍڸなどを開発しɺಘΒΕたデーλにରしてใཧをۦしてɺ先機能ੑ材
料の機能ղ໌を目ࢦした研究をͬߦて͍ます。

研究を始めるのに必要な知識・能力
　ಋ体・金属などのݻ体物性に関する基礎知識(݁থ構造・ΤωϧΪーόンυなど)が望ましいですが、必ਢではありません。新しい
ଌఆ技術によるද໘科学・電子分ޫに戦する意ཉと知的ح心をもった学生をܴします。

研究室の指導方針
　配属学生には、高真ۭૢ࡞、ද໘ࢼ料࡞製、ද໘؍ख法をࢦಋします。ஔのૢ࡞だけでなく、ஔの設ܭや組立などஔ࡞
りの本࣭を授します。物性物理の教ҭ、ߋには新ܕஔの開発や大ܕ先研究ࢪ設での実験などを通じて、先機能材料のݪ子配
ྻやその物性の発ݱする電子構造の解໌を、情報理論を用いたデータॲ理を行ってチϟϨンジしてもらいます。研究テーマはできるݶ
りر望をߟ慮しঢ়گに応じॊೈに対応します。

この研究で身につく能力
　新しい物理ݱを見るための研究ख法やஔ開発を通じて、将来、どのようなಓに進んでも、さまざまなஔを開発できる能力が身
につきます。実験技術として、ஔ設ܭ、高真ۭ、Ψス分ੳ、ද໘࡞製、ৠண、Ψス࿐、Ճ、Թ、電子ճં、9線ճં、ޫ電
子分ޫ、ࠪトンωϧݦඍڸ、電ؾಋ、࣓化ଌఆ、発ޫ分ޫ、ラマン分ޫなどを習得できます。データ解ੳを通じて、ݻ体物理学、
6NI9、第一ݪ理1、ࢉܭZthon、C��、LabVIE8などの能力が身につきます。また、就活に有རなද໘科学技術者֨ࢿも得られます。

修了生の活躍の場
　म࢜ଔ：主に電ؾ機ث製造業の研究技術者・最ۙ� ϲでは、ΩーΤンス、౦ژΤϨクトロン、トϤタ、ϧωサス、)O:A、NTT、
SOLI;E、オムロン、ίϕϧί、シンプϨックス、フジクラ、リクϧート、リίー、ϧωサス、ローム、ՖԦ、ژセラ(�)、高७度化学、
通、ງ࢜所、ଠฏ電、中෦電力、日本ϞϨックス、日立(�)、দϗトχクス、࡞国電力、ॅ༑電工(�)、ॅ༑電(�)、ଜా製࢛
場製࡞所(�)。ଞに ଞ大学への進学:大阪大学、Ϣーリッώ研究センター。 
　 ത ଔ：主にΞカデミックの࢜ 研 究 者(ポスυク、 ॿ 教 など)。 最 ۙ� ϱ では、LVnd大 学(.A9 IV)、 Ξー ϔン工 科大 学、
International IslamiD 6niWersitZ .alaZsia、NI.S、Ԭ山大、໊工大、大阪大、ಸྑ先大、ถ子高ઐ、日経B1、Bollho⒎、Ϣχ
ιク、マイクロメϞリジϟύン、౦ژΤϨクトロン。

（写真左から）
教授：দԼ　ஐ༟ t-matVsita@ms.naist.jp
准教授：෦　ݡ khattori@ms.naist.jp
ॿ教：ా　さくら sakVra@ms.naist.jp
ॿ教：橋本　༝հ ZVsVke@ms.naist.jp
ॿ教：重　و信 jVjo@ms.naist.jp

研究設備
高真ۭࢼ料࡞製ଌఆஔ(�)、ࠪトンωϧݦඍڸ(ST.)、֯度分
解ޫ電子分ޫ(A31ES)、オージェ電子分ޫ(AES)、ࣹ高電子線ճં
(3)EED)、電子線ճં(LEED)、࣭ྔ分ੳ(T1D)など。ޫ電子ϗ
ロάラフィーなどのݪ子分解能ϗロάラフィーଌఆஔは大ࢪޫࣹ์ܕ設
S1rinH-�にて設ஔ。

研究業・共同研究・ࣾձ׆ಈ・外部資金など
<�> T. :okoZa T. .atsVshita et al. Nano Lett. �� ����(����).

<�> ,. TsVtsVi  T. .atsVshita et al. Nano Lett. �� ����(����).
<�>  ,. )aZashi T. .atsVshita et al. SDienDe AdWanDes � 

e������� (����).
<�>  S. Takemoto,. )attori et al. +pn. +. Appl. 1hZs. �� ������ 

(����).
<�> N. )irota ,. )attori et al. Appl. 1hZs. Express � ������ (����).
<�> O. 3omanZVk ,. )attori et al. 1hZs. 3eW. B �� ������ (����).
<�> S. N. Takeda et al. 1hZs. 3eW. B �� ������ (����). 
<�> 科研費 学術ม革ྖҬA「டং構造が創造する物性科学」（3�-3�度）
<�>  科研費 戦的研究（๖ժ）（3�-3�度）、基盤研究（B）（3�-3�度）

େࢪޫࣹ์ܕઃS1rinH��	্ஈ
ʹͯ։ൃ͍ͯ͠Δޫిࢠ
ϗϩάϥϑΟʔ༻ͷిࢠΤωϧΪʔੳثɻి ඈࢠ
ࢉܭʹΑΔઃܭͱஔ࡞

ଌͨ͠μΠϠ؍ϗϩάϥϑΟʔͰࢠిޫ
ϞϯυதͷϦϯࢠݪͷߏɻ2ͭͷԽֶ
ঢ়ଶ͕͋Γɺஔߏͱ2ͭͷۭͷத
৺ʹϦϯ͕ࢠݪҐஔ͢ΔߏΛ࣮ଌ<1>ɻ

ߴਅۭͰ࡞ͨ͠'eγϦαΠυ
ද໘ͷࠪτϯωϧݦඍڸ	S5M

૾ɻҰͭҰͭͷً͕ࢠݪɻ

֯ղޫిࢠޫͰಘΒΕͨɺγϦ
ίϯసதͷྔࢠԽిࢠঢ়ଶͷα
ϒόϯυ7>ࢄ>ɻ
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